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研究成果の概要 

これまで、理想的な磁性ワイル半金属とされる EuCd2Sb2について、分子線エピタキシー法による単

結晶薄膜の作製に初めて成功してきた。本研究では、この EuCd₂Sb₂の薄膜に着目し、磁場方向を精密

に制御した電気伝導測定を行うことで、面内磁場によって誘起される異常ホール効果を実証した。面内

磁場をかけながら EuCd2Sb2薄膜のホール抵抗を測定したところ、異常ホール角が 0.4%に達する大き

な面内異常ホール効果が観測された。また、面内磁場の角度を 60度変えるごとにホール抵抗の符号が

反転し、明瞭な三回回転対称性を示すことが明らかになった。面内磁場による異常ホール効果の観測

は、面内磁場によってワイル点が面直方向にも分裂し、電子の波束の回転運動に相当する軌道磁化が面

直方向に誘起されることを示している。また、磁場を面内方向に強くかけて強磁性状態にした場合、ス

ピン磁化は完全に面内方向を向くため、軌道磁化がスピン磁化と独立に顕在化していると理解できる。

今回の発見は、ホール効果に関するこれまでの常識を覆すものであり、軌道磁化に基づいた電子物性の

開拓を進めるとともに、新しい磁場センサ等としてのデバイス応用の可能性を広げると期待される。 

また、分子線エピタキシー法による酸化物薄膜の作製とその量子輸送状態の評価についても大きな

進展があった。特に、強い電子相関を持ちながら強磁性基底状態においてワイル点を多数持つ SrRuO3

について、酸化物分子線エピタキシー法により残留抵抗比が 80を超える高品質薄膜を作製し量子振動

を精密に解析したところ、三次元的なフェルミ面構造を持つ膜厚にも関わらず二次元的な磁場方位依

存性を示す量子振動が複数現れることが明らかになった。 
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